
　名古屋工業大学極微構造デバイス研究センターは、極微細な構造をした材料の物性研

究及び極微構造をもつデバイスの開発を行うことを目的に1993年4月に設立されました。

さらに1995年12月には、極微構造デバイスのためのケミカル・メカニカルポリッシング

（CMP）技術の物理・化学を研究するためにケミカル・・メカニカル精密加工技術（フ

ジミ）寄附研究部門が設立され、1998年11月末で初期の3年間を終了し、ll月25日には

成果報告を兼ねて寄附研究部門講演会を行いました。そして、同寄附研究部門は3年間

の継続を認めていただきました。

　この報告書第六巻では、本センターで実施してきた研究のなかから、　「分光エリプソ

メトリーによる半導体物性の研究」、　「光・電子デバイス用ヘテロエピタキシャル

GaNおよびGaAsの物性に関する研究」、そして「太陽エネルギー変換用酸化チタン半

導体の研究」について総説としてまとめると共に、この一年間に行ってきた窒化物系半

導体の材料研究および光・電子デバイスへの応用を目的とした材料の研究等、［GaAs］系、

［GaN］系、［Carbon］系、【TiO2］系、［制御］系および［CMP］系に分けて、それらの研究成果

についてまとめております。

本報告書により、本センターでどのような研究をしているのかを皆様に知っていただ

き、役立つ点があればご利用いただくと共に、皆様からのご批判とご指導を頂きまして

今後のセンターの運営と研究の指針にしたいと考えております。

　これからも学術ばかりでなく産業界にも貢献できるよう活発に研究開発を続けていく

所存です。この場を借りて、内外の関係各位のご指導・ご後援に厚く御礼申し上げると

共に、今後とも本センターの活動を見守り下さいますようお願い申し上げます。
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　　The　Research　Center　fbr　Micro－Stmctu止e　Devices　was　established　in　l　993　fbr　the　purpose　of

…d・・tihg・e・e訂・h・n　phy・i副・h飢a・t・h・ti…f．　m・t・舳・with㎡…一stm・t・・e　a・d血・i・

apPlication　to　the　electronic　and　photonic　devices．　In　1995，　a　fUnded　research　department　of

chemical　M㏄hanical　Polishing（F両imi）was　established　fbr　the　purpose　6f　conducting　research　on

P戸y・i・・㎝d・h・蜘・f・h・㎡・曲dm㏄h副・瓠P・・ressl・g・ec㎞・1・gy飴・m’…一s㎞・加・e

devices．　The　depar腫nent　of　CMP　was　successfully　completed　the負rst　phase　of　three－years－plan

and　a　l㏄ture　m㏄ting　and　the　research　progress　presentation　was　held　on　November　25，1998．

Furthemlore，　this　depar丘nent　has　got　the　extension　to　continue　the　research　work　over　three　more

yea「s・

This　Vol㎜e　6　is　a　continuation　of　our　rese田ch　ef妬心s　covedng　the　topics，1’Study　on　the

Physical　Properties　of　S6miconductor　by　Spectroscopic　Ellipsometry”，”Study　on　Material

Characteristics　of　Heteroepitaxial　Ga：N；and．GaAs　for　Opto－Elec面onic　Devices”and璽’Investigation

・fTiO・B・r・d串・血r・nd・・t・rs飴・E伍・i・nt　Utnizati・n・f　S・1訂Eh・・gy”・A卿丘・m血e　acロ・id・・

・nth・・e　m・t・・i副・・．・1・t・f　b・・i・r・・e紐ρh…nPh・t・一Functi・n創M・t・副・飴「th・i「釦tu「e

applications　in　Opto－El㏄tronic　Devices　that　include　solar　cells，　photo－catalysis，　etc．　have　taken

place　in　our　center，　this　year．

The　purpose　of　publishing　this　t㏄㎞ical　report　is　to　let　you㎞ow．what　we　did　iast　year．　We　will

continue　and　increase　the　feSearch　activity　in　those　fields　for　the　public　welfare．

藍ydeep・・t・pP・eci・d・n　g・e・t・th・・e・e肛・hers　at　h・m・㎝d・versea・b・th・辻・・nt・ib・ti・n・，

encouragement　and． モ盾獅狽奄獅浮盾浮刀@support　fbr　maintaining　the　research　activities　of　this　center．
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